) Tipo A
EXAMEN DE TECNOLOGIA DE COMPUTADORES Conv. Extraordinaria 15 Junio 2001
Apellidos: Nombre:

Cuestiones de TEORIA (3.5 PUNTOS). Puntuacién: BIEN +0.5, MAL -0.1, N.C 0

Ve Vs
1. Dado el circuito de la figura, si la tensién de entrada es Ve=5V, podemos — 1 !
afirmar que la tensién de salida Vs vale: (Nota: Suponer diodos ideales (Vy R D1 D2
=0V), el valor de R = 5k6 )
2.5V = e F: ’2 -:" f
%3\/ D4" Vs - {/__E.;'"l{\/ Rl R| R
[C] 4V Pro oFF T
[D] 5V + +
"T7T

2. En el circuito regulador de tension siguiente, ;cuales seran los limites minimo y méximo de la tensién de entrada para que
funcione correctamente el circuito?

[A] 12Vy30V Vo uin = Vo o ) ( ) s
9 14V y 32V Emin = J“»z‘ + oK IZ""N*“ZM Ve VS Datos del Zener:
12V y 32V —doa &y = 14V 1oV 5 VYOV
[D] 10Vy20V Y _ e Iviv=2mA
€ Mox wi V% +{R (ﬁ ?Mw;?"*"& = Izmax=20mA
m i ﬂ . I ) - ¥ Ly
D#lL o T = = +10V
3. En el circuito de la figura, {Qué tension de entrada Ve dejara al transistor en el limite entre

saturacion y zona activa? ;Cual ser la Vs correspondiente? (suponer Iy despreciable).

Datos: IVCESATI = OZV, |VBE (ON)|= 0.7V

[A] Ve=5.7V ,Vs=5V

[B] Ve=4.8V ,Vs=5.2V
Ve=4.4V ,Vs=4.9V

[D] Me faltan datos.

4. ;Qué valor de la resistencia R producira una Vs=5V en el siguiente circuito?

Datos: B=50, VBE (ON)™ 0.7V ‘1’"@ - 8 V ¢),g* - A
[A] IMQ 1 o T
e Te @ W_‘
930kQ -ﬁ-—»— =z - iq/uA
[C] 100kQ R = loVaslzv V., u Vo !
[D] 500kQ = oVse® | a3V, 230Ka

. ‘f’,»A

tgyn

5. Conrelacion a la familia l16gica CMOS, indicar cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

.10k
' ! ) '
WICeUrM - lov -9 2V - if\l: 042 mA Ve
A DkK \ oK ) \ Vs
Vg; id"‘ rﬁw‘(ﬁ‘f%m#‘@?:“’“q l"b: 10k
= LYy j |
[A] El consumo dinamico es independendiente de la tensién de alimentacion.

t
Us- tlokro'yama = 49V
wns——
+10V
I I 10k
Vs
)
[B] La subfamilia ACMOS es mas lenta que la familia CMOS estandar.

{C] Elproducto (consumo x retardo) es peor que el de las subfamilias LSTTL y ALSTTL, debido al mayor retardo de
propagacion.
Para una tension de alimentacién Vpp = 5V, los limites de los niveles 16gicos vienen definidos por los siguientes valores:
Vit (min) = 3.5V, VIL (mayy = 1.5V.

6. Acerca de la puerta de transmision CMOS, sefiale la afirmacion VERDADERA:

El terminal de sustrato del PMOS esta conectado a Vpp.
El transistor NMOS transmite el "1" sin degradacion (suponiendo que la puerta de transmision conduce).
[D] Todas las anteriores son falsas.

§] Cuando la tensioén de control = “0”, ambos transistores conducen.
[C]
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7. Se quiere conectar la salida de una puerta HCMOS con puertas LSTTL. Suponiendo que la puerta HCMOS esta
alimentada a 5V, y considerando los parametros de entrada/sallda que muestran las tablas a, sefialar la afirmacidn

correcta: T AwA :
‘f I L( N 0.UwA
LSTTL HCMOS [A] Hace falta intercalar un buffer HCMOS para adaptar las corrientes.
V 1tmin 2.0V 1 Voumis 3.84 V | [B] Hace falta intercalar un buffer HCMOS con drenador abierto, para adaptar
V\Lmax 0.8V | VoLmax 033V los niveles logicos.

TiHmax 20 pA | ommax -4mA |[C] Sepuede conectar directamente una puerta LSTTL como maximo.
Uit max -0.4 mA | ToLmax 4 mA @ Se pueden conectar directamente hasta 10 puertas LSTTL. .
Vi (18770 m b ’
4 EAS W e Vf’Hm«n ("f"‘“r) > Vrnmn (1877 ) Hf "‘A 200
— VoL mgx  (HCMoS) & VIl mex (LSTTLY To /'17H| 7,9,“

Cuestiones de PRACTICAS (2.5 PUNTOS). Puntuacion: BIEN +0.25, MAL -0.05, N.C 0

1. Del circuito de la figura, estudiado en practicas, se puede afirmar que:

Ve C Vs [A] Se comporta como un filtro paso-bajo.
o I ° [B] Se comporta como un integrador, para determinadas frecuencias de la sefial de
| | entrada.
[C] Sise conecta a la entrada una sefial cuadrada, la sefial de salida es senoidal.
R @ La componente de continua (valor medio) de la sefial de salida es nula,

independientemente del valor de continua de la sefial de entrada.

2. Alrespecto de la instrumentacion electrénica del laboratorio es FALSO que:

@ El osciloscopio visualiza valores de corriente en funcion del tiempo.

[B] Los generadores de sefial utilizan cable coaxial para conectarse a los circuitos.

[C] La fuente de alimentacién proporciona unicamente valores de tension continua.

[D] El multimetro digital permite comprobar si hay un cortocircuito entre los terminales dnodo y catodo de un diodo.

3. En el laboratorio se pretende disefiar un circuito de polarizacién para probar el funcionamiento del diodo LED. Seiiale la
afirmacion INCORRECTA:

[A] Se debe controlar la corriente por ¢! LED en un margen aproximado de 10 a 20mA

Se debe conectar directamente la fuente de alimentacién entre los terminales anodo y catodo del LED.
[C] Hay que tener en cuenta que si se aplica una tension inversa al LED, el diodo no brilla.
[D] Hay que considerar que la tensién umbral del LED es del orden de 1.5V

4. En el montaje de la figura adjunta para obtener la curva del diodo, correspondiente a la PRACTICA 3, indicar la
afirmacion correcta:

canall [A] Elcanal I mide la corriente del diodo Ip.
El canal II invertido mide indirectamente la corriente Ip
en miliamperio/voltio, debido a la resistencia de 1kQ.

[C] Ve es una sefial senoidal de maxima amplitud con
cualquier valor medio (nivel de continua).

[D] Ve se implementa mediante la fuente de alimentacion.

canal Il
invertido

v & .

5. Se quiere identificar los terminales y el tipo de un transistor BJT mediante el uso de un multimetro. Se miden las siguientes
resistencias: entre la patilla 2 y la 1 hay 2.78M y entre la 2 y la 3 hay 2.83M. En ambas mediciones se ha conectado el terminal
positivo (rojo) del multimetro a la patilla 2. ;Qué respuesta es correcta? :

Q Tipo NPN. Terminales: 1 Colector, 2 Base, 3 Emisor.

[B] La uni6n B-C no se puede polarizar con el multimetro del laboratorio (la pila no tiene tension suficiente), y por lo tanto
las mediciones no son correctas. Debo utilizar el multimetro en modo de medicién de diodos.

[C] Tipo NPN. Terminales: 1 Emisor, 2 Base, 3 Colector.

[D] No hay suficientes datos.
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6. A partir del circuito de polarizacién con divisor resistivo de la practica 3 (ver figura adjunta), supongamos que medimos
con el polimetro la tensién entre colector y emisor. Supongamos que obtenemos un valor de 10V, en lugar de los
aproximadamente 5V previstos (el punto Q en el centro de la recta de carga). El motivo de este funcionamiento anémalo del
montaje puede ser:

riov [A] La fuente de alimentacién esta apagada.
[B] Laresistencia de 52k5 se ha cortocircuitado y el transistor se satura.
S2k3 Se ha utilizado por error una resistencia de 1kQ en lugar de la de 10kQ.
VBE(on)=0.7V [D] Se ha utilizado por error una resistencia de 1kQ en lugar de la de 52k5.
VCE(sat)=0.2V
B>200 (Ip despreciable)
10k 560

7. A partir de las curvas caracteristicas y la instruccién del simulador PSpice. ;Cuél sera la Vpg cuando Vgg = 4 V?

A .DC VDS 0 10 0.2 VGS 0 5 0.5
@ 4,5V.
[B] 8V.
[C] 5,75V.
- [D] 3,2KQ.
. 5'g
——————r———p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. A partir de la cuestion anterior ;Cuando comienza a conducir el transistor MOSFET?

[A] Cuando Vds>2Vy Vgs>1,5V.

[B] Cuando Vgs> 1V yVds>0V.
Cuando Vgs >3V y Vds > 0V.

[D] Cuando Vds >0V y Vgs>2V.

9. Dado el siguiente circuito y su cédigo equivalente en PSpice. ;Que sefial obtendriamos en V2 utilizando el visualizador
grafico del PSpice?.

S5v Vec 1 0 DC 5 [A] Un tren de pulsos invertidos.
* VvVl 2 0 DC 7 [B] La sefal inversa de la introducida en
MI 3211ml V1.
— MDZ/IOD?‘Lz (1) gmgg (VTO=-2  KP=0.dm) La curva de transferencia.
[ . mLom =- =0. ~ 1 ltios.
— .MODEL m2 NMOS (VTO=2 KP=0.4m) (D] Una sefial plana de 0 Voltios
.DC V1 0 5 0.01
V1 oo —e V2 0P
. PROBE
— .END
_I K_
—
7T

10. ;Cémo modificarias el cddigo de PSpice para obtener una respuesta grafica del circuito en los primeros 500
milisegundos?

[A] Sustituyendo .DC V105 0.01 por .DC V1 0 5 500m.

[B] Afiadiendo .TRAN 1 500in.

O Sustituyendo .DC V1 0 5 0.01 por .TRAN 5m 500my V12 0 DC 7 por V1 2 0 PULSE (0 5 On 10u 10u 100m 200m).
(D] Quitando .OP y afiadiendo PWL (95m 0 100m 5 200m 5 205m 0 295m 0 300m 5 400m 5 405m 0 500m 0).

w.7
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EXAMEN DE TECNOLOGIA DE COMPUTADORES 15 Junio 2001

Problema 1 (2 Puntos)  Apellidos: Nombre:
(Incluya los calculos realizados en la parte trasera de esta hoja 6 en hojas adjuntas)

Dado el circuito de la figura, se pide:
A) Calcular el punto Q del transistor FET de la figura [0.8p]

Vg=—R2 oy =3 qov=sv
Vpp = +10V R,+R, 2k2 +3k3
Vs = IpsRp; Vas = Vi - IpsRp; Vgs = 6V - Ips x 1kQ;

sup. sat. Ips =K (Vas - V1)’ Ips = 0.5mAN? (Vgs - 2V)%

R;=2k2 Rp=1k2 , )
sustituimos Ips = 0.5MA/N(BV - Ips x 1kQ - 2V)
2lps = (4 - Ips)’; 2lps = 16 - 8 Ips + Ips”; Ips” - 10lps + 16 =0
VTZZV
Vo K=0 5mA/V? | ~10£/100-64 1046 /8MA - Vgg=-2
bs 2 2 2mA - Vgg =4V
Vop - losRp - Vos - IbsRs =0;  Vps =Vpp - Ips(Rp +Rs)
R2:3k3 Rszlk
Vps = 10V — 2 (1k2+1k) = 10V — 4.4V = 5.6V
&Vps > Vas - V1 ? - 5.6V >4V - 2V — Saturado
VGS = 4V IDS = ZmA VDS: 56V

B) Dibujar la recta de carga estatica y el punto Q de trabajo del apartado A. [0.4p]

Ios

mA 4 |E,SmaX=RVDD = TV _ 4 54ma
o +Rs K2+
6 mA
AmA |
™~
~_Q

2 mA <
0 mA

ov. 2V 4V 6V 8V 105 Vs

C) Se redisefian los valores de todas las resistencias del circuito anterior. Completar la siguiente tabla, sabiendo que en este
case el transistor se encuentra en saturacion. [0.8p]

R, 5k
RZ S5k VG:LXVDD :ix']OV:SV
R 12k Ri+R; 10k
Rg 4k v

<V
AL SV 0.5=05 (Vos-2V)s  #1=Ves—2V; Vg :< T
Vas | 3V 3V>V;
1 0.5mA
\?[S)s 2V Ve-Ves—IpsRs=0; 5V-3V-0.5Rs=0; Rs = 4k

Vop - lbsRp - Vos - IbsRs = 0;
10V - 0.5mAx Rp — 2V — 0.5mA x 4kQ = 0; Rp =6V /0.5mA =12k
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EXAMEN DE TECNOLOGIA DE COMPUTADORES 15 Junio 2001

Problema 2 (2 Puntos)  Apellidos: Nombre:
(Incluya los calculos realizados en la parte trasera de esta hoja 6 en hojas adjuntas)

Dados los circuitos de la figura:

Vce Vce
R
V, A —
PUERTA S
B —
Vv,
C—
PUERTA
D s
Puerta Logica Circuito Combinacional

Datos:

VBE(on) =0.7V
VCE(sat) =0.2V

Nota: Los transistores NO trabajan en activa directa

A)
e A qué familia pertenece y que tipo de salida tiene la puerta logica? [0.1p]

| TTL | Salida en colector abierto.

e Qué tipo de funcidn logica realiza la puerta 1ogica? [0.1p]

| NOR |

e ;Qué funcidn logica frealiza el circuito combinacional S=fA,B,C,D) ? [0.2p]

A+B*C+ D

B) Sabiendo que V=5V, V,=0.2V, y que Vcc=5V. Rellena la tabla de tensiones [0.3p] y calcula las corrientes que atraviesan
la resistencias de 1k6 y 1k. [0.3p]

Punto B] B2 B3 B4 C3 E4
Tension 2.1 0.9 1.4 0.4 0.9 0.7
Resistencia 1K6 1K
5-0.9 0.7-0
Corriente =2,56mA =0,7mA
1K6 1K

C) Considerando las especificaciones de la puerta a nivel bajo, calcula el numero de entradas como las de la puerta que se
pueden conectar al punto S del circuito combinacional. [1p]

Datos de la puerta:

IIL( max) IOL( max) VOL( max) VIL( max)

-1.6mA 20mA 0.2V 0.8V

Resistencia de pull-up: R=1k



Para calcular el nimero méximo de entradas que se pueden
conectar a nivel bajo debemos considerar el peor caso, es
decir, solo uno de los transistores de salida esta saturado.

Lot )OT; 0Ty

1o, 0 Vee—0.2 +ally)
—————— Th
OL lK 1L

Vee—0.2
Ior|-———— OnI
loL T |

20mA-4.8mAO0 n-1,6mA
9,50 n

Solucién =2 n=9

Tipo A
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